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Zalgcznik nr 2 do ZW 13/2019
Zalgcznik nr 1 do programu studiow

ZAKLADANE EFEKTY UCZENIA SIE

Wydziat: Podstawowych Problemoéw Techniki
Kierunek studiéw: Fizyka Techniczna (FTE)
Poziom studiow:  studia drugiego stopnia (2)

Profil: ogolnoakademicki (A)

Umiejscowienie kierunku

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk scistych i przyrodniczych

Dyscyplina/dyscypliny (w przypadku kilku dyscyplin prosze wskazaé¢ dyscypling wiodacg):
(6) nauki fizyczne, z kompetencjami inzynierskimi

Prowadzone specjalno$ci: Nanoinzynieria (NIN), Fotonika (FOT)

Objasnienie oznaczen:
P7U — charakterystyki uniwersalne odpowiadajace ksztalceniu na studiach drugiego stopnia - 7 poziom PRK

P7S — charakterystyki drugiego stopnia odpowiadajace ksztalceniu na studiach drugiego stopnia studiéw - 7 poziom PRK

W — kategoria ,,wiedza”, U — kategoria ,,umiej¢tnosci”, K — kategoria ,.kompetencje spoleczne™

K2FTE _W... - efekty kierunkowe dot. kategorii ,,wiedza™; K2FTE _U... - efekty kierunkowe dot. kategorii ,,umiej¢tnosci”’; K2FTE _K... - efekty kierunkowe dot. kategorii ,,kompetencje spofeczne”
S2NIN_W..., S2FOT_W...- efekty specjalnosciowe dot. kategorii ,,wiedza”,

S2NIN_U..., S2FOT _U...- efekty specjalnosciowe dot. kategorii ,,umiejgtnosci”,

S2NIN_K..., S2FOT K...- efekty specjalnosciowe dot. kategorii ,,kompetencje spoteczne”,

...._inz — efekty uczenia si¢ umozliwiajace uzyskanie kompetencji inzynierskich



QOdniesienie do charakterystyk PRK
Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla
Sviiibol T kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
29 Opis efektow uczenia si¢ dla kierunku studiow -y : wyzszego (S)
kierunkowych P Sy : charakterystyki : : -
; Po ukonczeniu kierunku studiéw ; . | Charakterystyki dla kwalifikacji
efektow uczenia 3 pierwszego Charakterystyki :
: absolwent: : : i na poziomach
si¢ stopnia dla kwalifikacji 7 PRK R
3 , umozliwiajgcych
(L) na poziomach 7 2 3
PRK uzyskanie kompetencji
inzynierskich
WIEDZA (W)
ma pogtebiong wiedze na temat zasad prowadzenia badan
K2FTE_WO01 eksperymentalnych, eksperymentow oraz metod statystycznej P7U_W P7S_WG P7S_WG_Inz
analizy ich wynikéw
zna i rozumie podstawowe pojecia i zasady z zakresu ochrony
K2FTE_WO02 | wiasnosci intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczno$¢ P7U_W P7S_WK P7S_WK _Inz
zarzgdzania zasobami wiasnosci intelektualnej
zna i rozumie zasady bezpieczenstwa i higieny pracy w stopniu
K2FTE_WO03 pozwalajgcym na samodzielng prace na stanowisku badawczym P7U_W P7S_WK P7S_WG_Inz
lub pomiarowym
ma pogtebiong wiedze dotyczgcg uwarunkowan prawnych
K2FTE_WO04 i etycznych zwigzanych z dziafalno$cig naukows i dydaktyczng w P7U_W P7S_WK P7S_WK_Inz
szczegolnosci zas w zakresie fizyki technicznej
rozumie spoleczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania
dziatalnosci inzynierskiej i wynikajgcej z nich odpowiedzialnosci,
posiada wiedze w celu przewidywania i uwzgledniania w
praktyce skutkéw tej dziatalnosci dla Srodowiska naturalnego,
spotecznosci i gospodarki; zna istote i rozumie cele .
REFTE_WD funkcjonowania  przedsigbiorstwa w  réznych  formach F7U_W FTS_ WK FTS.WK_Inz
organizacyjno-prawnych; rozpoznaje réznorodne problemy w
poszczegdinych obszarach funkcjonalnych (w tym zwiaszcza w
obszarze zarzadzania jakoscig), takze w konteksScie
uwarunkowan wystepujacych w otoczeniu przedsiebiorstwa
zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych stosowanych
K2FTE_WOG do rozwigzywania problemow z zakresu fizyki technicznej PTU_W P7S_WG
ma pogiebiong wiedzg, na podstawie ktérej potrafi mysle¢
K2FTE_WO07 krytycznie i argumentowac swoje stanowisko P7U_W P7S_WG




Posiada kompetencje w zakresie wiedzy odpowiednio do specjalnosci:
Nanoinzynieria — zatgcznik |
Fotonika — zatgcznik Il

UMIEJETNOSCI

K2FTE_U01

potrafi pozyskiwa¢ informacje z literatury, baz danych i innych
zrodet; potrafi integrowaé uzyskane informacje, dokonywac ich
interpretacji i krytycznej oceny, a takze wycigga¢ wnioski oraz
formutowac i wyczerpujgco uzasadniac opinie

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW._Inz

K2FTE_U02

potrafi okresli¢ kierunki dalszego uczenia sie i zrealizowaé
proces samoksztatcenia

P7U_U

P7S_UU

K2FTE_UO03

potrafi opracowa¢ szczegélowg dokumentacje wynikéw
prowadzonych badan, realizacji eksperymentu lub zadania
projektowego; potrafi przygotowa¢ opracowania zawierajgce
omowienie tych wynikow

P7U_U

P7S_UW

P7S_UW._Inz

K2FTE_U04

potrafi przygotowac i przedstawi¢ prezentacje na temat realizacji
badan albo zadania projektowego oraz poprowadzi¢ dyskusje
dotyczgcq przedstawionej prezentaciji

P7U_U

P7S_UO

K2FTE_UO05

pierwszy jezyk:

B2+: ma umiejetnosci i kompetencje zgodne z wymaganiami
okreslonymi dla poziomu dodatkowego B2+ ESOKJ w zakresie
jezyka naukowo-technicznego zwigzanego ze studiowang
dyscypling i pokrewnymi zagadnieniami.

C1+: ma umiejetnosci i kompetencje zgodne z wymaganiami
okreslonymi dla poziomu dodatkowego C1+ ESOKJ; korzysta
samodzielnie z literatury specjalistycznej, postuguje sie jezykiem
naukowo-technicznym w mowie i piSmie, analizujgc
przedstawione treéci i prezentuje je w réznych formach debat
specijalistycznych.

drugi jezyk:

ma umiejetnosci i kompetencje zgodne z wymaganiami
okreslonymi dla poziomu dodatkowego A1 ESOKJ; uzywa w
elementarnym stopniu podstawowych sprawnosci jezykowych;
zna podstawowe stownictwo i struktury gramatyczne w zakresie
tematébw 2zycia codziennego i podstawowych zachowan
interkulturowych.

A2: ma umiejetnosci i kompetencje zgodne z wymaganiami
okreslonymi dla poziomu dodatkowego A2 ESOKJ; stosuje

P7U_U

P7S_UK
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srodki leksykalno-gramatyczne w zakresie poznanej tematyki i
adekwatnie do posiadanej wiedzy socjokulturowej; potrafi
uczestniczy¢ w rozmowach na znane tematy i w ograniczonym
stopniu wypowiadac si¢ na temat studiéw i pracy zawodowe;j.

B1: ma umiejetnosci i kompetencje zgodne z wymaganiami
okreslonymi dla poziomu dodatkowego B1 ESOKJ; stosuje
odpowiednie dla poziomu zaawansowania $rodki jezykowe
zgodnie z poznanymi funkcjami jezykowymi i wiedzg
socjokulturowg;

komunikuje sie w zakresie zycia prywatnego i spotecznego,
wybranych probleméw wspoéiczesnego $wiata oraz w dosé
ograniczonym zakresie w obszarze zwigzanym ze studiowang
specjalnoscig i Srodowiskiem pracy

potrafi zastosowa¢ zdobytg wiedze w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, wykorzystujgcej wiedze z zakresu nauk

P7S_UU

K2FTE_U06 | Goveznych wiasciwych dia kierunku fizyki technicznej do| F7Y-Y P7S_UW
pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
posiada poglgbiong umiejetno$¢ przygotowania réznych prac

K2FTE_UO07 pisemnych w jezyku polskim i jezyku angielskim, wiasciwych dla P7U_U P7S_UK
kierunku fizyki technicznej
potrafi wykorzysta¢ metody analityczne, symulacyjne oraz

K2FTE_U08 eksperymentalne do formulowania i rozwigzywania zadan P7U_U P7S_UW P7S_UW_Inz
inzynierskich

Posiada kompetencje w zakresie umiejetnosci odpowiednio do specjalnosci:

Nanoinzynieria — zatgcznik |
Fotonika — zatgcznik Il
KOMPETENCJE SPOLECZNE (K)

rozumie potrzebe uczenia si¢ przez cafe zycie, potrafi inspirowac

K2FTE_KO1 i organizowac proces uczenia sie innych osoéb PTU_K P7S_KO
ma Swiadomos$¢ waznosci i rozumie spoteczne aspekty swojej

K2FTE_KO02 dziatalno$ci i zwigzanej z tym odpowiedzialnosci za P7U_K P7S_KR
podejmowane decyzje

K2FTE_K03 potrafi w_s.pé!dziala¢ i pracowac w grupie, przyjmujac w niej rézne P7U_K P7S_KR
role, takze kierownicze
prawidiowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwigzane z

K2FTE_KO04 wykonywaniem zawodu P7U_K P7S_KO

K2ETE KO5 potrafi mysle¢ i dziata¢ w sposob kreatywny i przedsigbiorczy, P7U K P7S KR

potrafi okresli¢ priorytety stuzgce realizacji okre$lonego zadania
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K2FTE_KO06 oka:zuje_ dba{oéé o prestiz :::wiqzany z wykonywaniem zawodu i P7U_K P7S_KR
wiasciwie pojetg solidarno$¢ zawodowg
ma swiadomo$¢ odpowiedzialnosci za podejmowane inicjatywy

K2FTE_KO7 badan, eksperymentéw lub obserwaciji i jest Swiadom wiasnych P7U_K P7S_KK
_ograniczen i wie, kiedy zwrdcic sie do ekspertow

K2FTE K08 potrafi mysle¢ i dziata¢ w sposéb przedsiebiorczy P7U K P7S KO
dostrzega problem zagrozen cywilizacyjnych i zapobiega im

K2FTE_KO09 poprzez stosowanie oraz promowanie zasad zdrowego stylu P7U_K P7S_KO
zycia w swoim srodowisku

Zatgcznik |

Specjalnoéé: Nanoinzynieria

QOdniesienie do ogdlnych charakterystyk efektow

Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla
Uni | kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa

Symbol Opis efektow uczenia si¢ dla specjalno$ci Nanoinzynieria e wyzszego (S)

: 5 ; S : charakterystyka :
specjalnosciowych Po ukonczeniu kierunku studiéow P Charakt ki Charakterystyki dla
efektow uczenia si¢ absolwent: p 8 ALy se/ 1 kwalifikacji na poziomach

stopnia dla kwalifikacji 2 e
R 7 PRK, umozliwiajacych
({9))] na poziomach 7 P %
PRK uzyskanie kompetencji
inzynierskich
WIEDZA (W)
ma rozszerzong i pogiebiong wiedze z zakresu fizyki,
S2NIN_W08 obejmujgcg  fizyke  klasyczng, mechanike  kwantowg, P7U_W P7S_WG
termodynamike oraz z zakresu chemii kwantowej
ma pogiebiong wiedze z zakresu spektroskopii pozwalajgcg
S2NIN_WO09 zrozumie¢ podstawowe oraz zlozone zjawiska optyki atomu, P7U_W P7S_WG
czgsteczki
ma poglebiong , podbudowang teoretycznie wiedze z zakresu
S2NIN_W10 fizyki materii skondensowanej PTU_W PTS_WG
zna zasady dziatania urzadzen, przyrzagdéw pomiarowych i
S2NIN_W11 sprzetu wykorzystywanych w badaniach spektroskopowych i P7U_W P7S_WG P7S_WG_Inz
elektrycznych
ma pogtebiong, podbudowang teoretycznie wiedze w zakresie
S2NIN_w12 projektowanie materiatéw i struktur pétprzewodnikowych PTU_W P7S_WG
S2NIN W13 ma podbudowang teoretycznie pogiebiong wiedze z zakresu P7U W P7S WG
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spektroskopii pozwalajgcg zrozumie¢ podstawowe oraz ztozone
zjawiska spektroskopowe

ma wiedzg¢ o trendach rozwojowych i najnowszych
S2NIN_W14 osiggnieciach z  zakresu nanofizyki, nanoinzynierii i P7U_W P7S_WG P7S WG _Inz
nanotechnologii
ma szerokg wiedze w zakresie fizycznych i chemicznych
SENIN_W1b wiagciwosci cieklych krysztalow i polimerow b PTS_WG
ma szerokg wiedze na temat wspdiczesnych materiatow
S2NIN_W16 stosowanych w nanoinzynierii, ich fizyko-chemicznych P7U_W E’;g"\\//vvﬁ I:’?Ig—vv\\ll(é—ll:i
wiasciwosci oraz zastosowan = =
UMIEJETNOSCI (U)
potrafi planowac¢ i przeprowadzi¢ zlozone pomiary wilasnosci P7S UW Inz
S2NIN_U09 optycznych atoméw, czgsteczek i ciat statych i poprawnie P7U_U P7S_UW P7S UW Inz
zinterpretowac ich wyniki TR O
potrafi planowa¢ i przeprowadzi¢ ziozone pomiary wiasnosci P7S UW Inz
S2NIN_U10 tran§'?onowych ciat stalych i poprawnie zinterpretowac¢ ich P7U_U P7S_UW P7S UW Inz
wyniki e
potrafi obstugiwaé skomplikowang aparature pomiarowg P7S UU
S2NIN_U11 uzywang w badaniach fizycznych wiasnosci atomow, P7U_U P7S UW P7S_UW_Inz
czgsteczek i uktadéw fizyki materii skondensowanej —
potrafi zaprojektowa¢ ukiady pomiarowe do zbadania .
S2NIN_U12 specyficznych wiasnosci fizycznych atomoéw, czasteczek i P7U_U ;5773‘3\% g;g_gw_::;
uktadoéw fizyki materii skondensowane;j = A=
KOMPETENCJE SPOLECZNE (K)
rozumie potrzebe formutowania i przekazywania spoteczenstwu
S2NIN K10 (m.in. poprzez srodki masowego przekazu) informacji i opinii P7U K P7S KO

dotyczacych nanoinzynierii; potrafi przekazac¢ takie informacje w
sposOb powszechnie zrozumiaty




Zatacznik 11
Specjalnosé: Fotonika

Odniesienie do ogdlnych charakterystyk efektéw
Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla
Uthwiisilsa kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
Symbol Opis efektow uczenia si¢ dla specjalnosci Fotonika B i iR wyzszego (S)
specjalnosciowych Po ukonczeniu kierunku studiéw L Chirak Ki Charakterystyki dla
efektéw uczenia si¢ absolwent: P l::'(\)vsnz;go dlaalr;v::%i;};.; kwalifikacji na poziomach
(8) na poziomachj7 T IRE, urnoiliwiajqcygh
PRK uzyslfanle _kom!)etenql
inzynierskich
WIEDZA (W)
ma pogtebiong wiedze w zakresie fizyki obejmujgcy fizyke
S2FOT_W08 klasyczng i kwantowg, fizyke dielektrykéw oraz nanostruktur P7U_W P7S_WG
potprzewodnikowych
S2FOT_WO09 ma pogtebiong wiedze z zakresu optyki kwantowej i nieliniowej P7U W P7S WG
ma poglebiong wiedze 2z zakresu teorii odwzorowania
S2FOT_W10 optycznego i aberracji uktadéw optycznych PTUW PTS_WG
ma pogtebiong wiedze dotyczacg systeméw telekomunikaciji
S2FOT_W11 optycznej oraz optycznego zapisu i przetwarzania informaciji PTU_W P7S_WG
S2FOT W12 ma uporzadkowgnq, podbudowang 'teo_retycznie, ppgiebiona P7U W P7S WG
= wiedze w zakresie uktadéw scalonych i mikroprocesoréw = =
ma podbudowang teoretycznie pogtebiong wiedze z zakresu
S2FOT_W13 fotoniki pozwalajgcg zrozumie¢ podstawowe oraz ziloZone P7U_W P7S_WG
jawiska fotoniczne
S2FOT W14 ma wedze o tendach rozwojowych 1 najnowszych( —pzy wy P7S_WG P7S_WG_Inz
osiggnieciach z zakresu optyki, optoelektroniki i fotoniki
zna metody, techniki, narzedzia i materialy wykorzystywane w
S2FOT_W15 ztozonych pomiarach optoelektronicznych; zna metody P7U_W P7S_WG
przeprowadzania pomiaréw oraz sposoboéw analizy ich wynikéw
zna zasady dziatania zlozonych podzespotéw i urzadzen
optoelektronicznych, a takze zaawansowanych
S2FOT_Wib optoelektronicznych systeméw pomiarowych wykorzystywanych FELW P78 WG
w nauce i technice
S2FOT WA7 ma pogtebiong wiedze na temat wspodiczesnych materiatéw P7U W P7S_WG P7S_WG_Inz
= optoelektronicznych i fotonicznych, ich fizyko-mechanicznych = P7S WK P7S WK Inz
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wiasciwosci oraz zastosowan

zna metody, techniki, narzedzia i materialy stosowane do

S2FOT_W18 rozwigzania ztozonych zagadnien zwigzanych z P7U_W P7S_WG P7S_WG_Inz
zastosowaniami fotoniki w nauce i technice
UMIEJETNOSCI (U)
S2FOT U09 potrafi planowa¢ i przeprowadzi¢ ziozone pomiary P7U U P7S UW P7S UW Inz
= optoelektroniczne i poprawnie zinterpretowac ich wyniki - — - -
potrafi obslugiwac skomplikowane urzgdzenia
S2FOT_U10 optoelektroniczne, potrafi  zaprojektowa¢ prostg sieé¢ P7U_U P7S_UW P7S_UW_Inz
$wiattowodows i zdiagnozowac jej poprawne dziatanie
potrafi wyselekcjonowac i scharakteryzowa¢ materiaty optyczne P7S_UU 2
S2FOT_U11 i fotoniczne potrzebne do rozwigzania konkretnego problemu P7TU_U P7S UW P7S_UW_Inz
potrafi ~ zaprojektowa¢  zlozony uklad  fotoniczny i P7S UU
S2FOT_U12 gp_to}ele'ktroniczny oraz zdiagnozowa¢ poprawno$¢ jego | P7U_U P7S UW P7S_UW_Inz
zialania —
KOMPETENCJE SPOLECZNE (K)
rozumie potrzebe formutowania i przekazywania spoteczenstwu
S2FOT K10 (m.in. poprzez $rodki masowego przekazu) informacji i opinii P7U K P7S KO

dotyczgcych fotoniki; potrafi przekaza¢ takie informacje w
sposob powszechnie zrozumiaty




Zal. nr 3 do ZW 13/2019

Zal. nr 2 do Programu studiow

OPIS PROGRAMU STUDIOW
1. Opis ogolny
1.1 Liczba semestrow: 1.2 Calkowita liczba punktow ECTS konieczna do ukonczenia studiow na
danym poziomie:

- specjalno$¢ Fotonika — 3

- specjalnos$¢ Nanoinzynieria — 3 -~ spegjalnosc Fotonika -0

- specjalnos¢ Nanoinzynieria — 90

1.3 Lgczna liczba godzin zajec: 1.4 Wymagania wstgpne (w szczegolnosci w przypadku studiow drugiego

- specjalno$é Fotonika — 825 stopnia):
- specjalnos$é Nanoinzynieria — 900 ukonczone studia I stopnia

1.5 Tytul zawodowy nadawany po zakonczeniu studiow: 1.6 Sylwetka absolwenta, mozliwosci zatrudnienia:

Magister inzynier Fizyki Technicznej Absolwent studiéw I stopnia fizyki technicznej posiada interdyscyplinarng
wiedze i umiejetnosci w zakresie:

(1) projektowania i tworzenia urzadzen i materiatlow w skali mikro i
nano, co sprawia ze jest przygotowany do pracy w firmach
wykorzystujacych inowacyjne technologie;

(2) fizyki, mechaniki kwantowej, nanoinzynierii i fotoniki;

(3) korzystania z aparatury pomiarowej;

(4) konstruowania oraz budowania stanowisk wykorzystywanych w
pomiarach optycznych oraz optoelektronicznych;

(5) wplywu nanoinzynierii na zycie czlowieka oraz jego
funkcjonowanie w spoteczenstwie unii europejskiej;

(6) stosowanie przepisow prawa oraz procedur ekonomiczno-prawnych




przy organizacji stanowisk pomiarowych wykorzystywanych w
nanoinzynierii, fotonice i optoeletronice.

Absolwent rozumie role fizyka technicznego w spoteczenstwie oraz jego
wplyw na jakos$¢ srodowiska.

Absolwent stosuje zasady etyki zawodowej.

Absolwent bedzie przygotowany do podjecia dziatalnosci gospodarczej w
gospodarce opartej na wiedzy i najnowszych osiggnigciach
technologicznych.

Absolwent bedzie doskonale przygotowany do pracy w firmach w firmach
wytwarzajacych lub uzytkujacych optoelektroniczng aparatur¢ pomiarowa,
w firmach telekomunikacyjnych, w laboratoriach naukowo-badawczych, w
laboratoriach kryminalistycznych, w przemysle samochodowym, w firamch
zajmujacych si¢ wytwarzaniem inteligentnych lekow.

Absolwent powinien by¢ przygotowany do podjecia pracy badawcze;.

Absolwent powinien by¢ przygotowany do podjecia studiéw trzeciego
stopnia.

1.7 Mozliwos¢ kontynuacji studiow
Szkota doktorska
Studia podyplomowe

1.8 Wskazanie zwigzku z misja Uczelni mi strategia jej rozwoju:

Program studiow stanowi w duzym zakresie realizacje zapisow
znajdujacych si¢ w dokumencie o celach strategicznych Politechniki
Wroctawskiej. W trakcie tworzenia programu studiow II stopnia Fizyki
Technicznej kierowano si¢ nastgpujacymi celami:

(1) podniesienie poziomu jakosci ksztalcenia poprzez interdyscyplinarnosé
dydaktyczng — co akcentuje profesjonalizm i twarde umiejetnosci, ktore
warunkuja funkcjonowanie w $wiecie nowoczesnych technologii;




(2) budowanie zasad wspOlpracy opartej na partnerstwie i wzajemnym
zaufaniu — co wzmacnia efekty dziatan i ulatwia ich osigganie;

(3) zwigkszenie poziomu skorelowania dziatalnosci uczelni z potrzebami
rynku — co utatwia kreatywnos$¢, ktora zmienia trajektorie przysztosci;

(4) umigdzynarodowienie uczelni — co wzmacnia dalszy rozwdj nauki;

(5) podniesienie poziomu przedsigbiorczosci oraz zaangazowania w
procesy badawcze studentow i doktorantéw — co umozliwia wykorzystanie
wiedzy i umiej¢tnosci bezposrednio przydatnych zawodowo, wiedzy
umozliwiajacej pdzniejsze adaptacje zawodowe oraz wiedzy ksztaltujacej
racjonalny obraz $wiata.

Ponadto, Politechnika Wroctawska stawia na interaktywne, dyskursywne i
eksperymentalne ksztattowanie umiejetnosci swoich studentéw. Programy
studiow na Politechnice Wroclawskiej harmonizuja proporcje wiedzy
bezposrednio przydatnej zawodowo, wiedzy umozliwiajacej pdzniejsze
adaptacje zawodowe oraz wiedzy ksztaltujacej racjonalny obraz $wiata.

2. Opis szczeg6lowy
2.1  Calkowita liczba efektéw uczenia si¢ w programie studiow: W (wiedza) = 27, U (umiej¢tnosci) =16, K (kompetencje) = 11,
W+U+K=54
2.2 Dla kierunku studiow przyporzadkowanego do wigcej niz jednej dyscypliny — liczba efektéw uczenia si¢ przypisana do
dyscypliny:
D1 (wiodgca) 54

2.3  Dla kierunku studiow przyporzgdkowanego do wigcej niz jednej dyscypliny — procentowy udzial liczby punktow ECTS dla
kazdej z dyscyplin:
D1 100 % punktow ECTS

2.4a. Dla kierunku studiow o profilu ogélnoakademickim — liczba punktéw ECTS przypisana zajeciom zwigzanym z prowadzong w
Uczelni dzialalno$cig naukowg w dyscyplinie lub dyscyplinach, do ktérych przyporzadkowany jest kierunek studiow :
90 punktow ECTS



2.4b. Dla kierunku studiow o profilu praktycznym - liczba punktéw ECTS przypisana zajgciom ksztaltujacym umiejetnosci
praktyczne: 0 punktow ECST

2.5 Zwigzla analiza zgodnosci zakladanych efektow uczenia si¢ z potrzebami rynku pracy
W zwiagzku z rozwojem nowych technologii obecnie na rynku poszukuje si¢ wysoko wykwalifikowanych specjalistow w dziedzinie
nanotechnologii oraz fotoniki o dobrym wyksztalceniu w zakresie nauk Scistych. W szerszej perspektywie zawodowej na rynku
pracy pozadani sa specjalisci o szerokiej wiedzy i umiejetnosci myslenia analitycznego, budowania modeli ilosciowych oraz
matematycznej analizy zjawisk i proceséw. Absolwent fizyki technicznej posiada, zarazem, znakomitg szkola myslenia Scistego i
praktycznego. Zakladane efekty ksztalcenia odpowiadaja oczekiwaniom pracodawcéw dotyczacych szerokich horyzontéw
myslowych i ogdlnej kultury kandydata na pracownika.

2.6. Laczna liczba punktéw ECTS, ktérg student musi uzyskaé¢ na zajeciach wymagajacych bezposredniego udzialu nauczycieli
akademickich lub innych os6b prowadzacych zajecia i studentéow (wpisa¢ sume punktow ECTS dla kurséw/ grup kurséw oznaczonych
kodem BK'): specjalno$¢ Fotonika — 53, 1; specjalno$é Nanoinzynieria — 56.

2.7.  Laczna liczba punktéw ECTS, ktérg student musi uzyskaé w ramach zaje¢é z zakresu nauk podstawowych

Liczba punktéw ECTS z przedmiotow 3
obowigzkowych

Liczba punktow ECTS z przedmiotow
wybieralnych

Laczna liczba punktow ECTS 3

2.8.  Laczna liczba punktéw ECTS, ktorg student musi uzyskaé¢ w ramach zajeé o charakterze praktycznym, w tym zajeé
laboratoryjnych i projektowych (wpisa¢ sum¢ punktéw ECTS kurséw/grup kursoéw oznaczonych kodem P)




specjalno$é: Fotonika

Liczba punktow ECTS z przedmiotow 34
obowigzkowych

Liczba punktow ECTS z przedmiotoéw 15
wybieralnych

Laczna liczba punktow ECTS 49

specjalnos$é: Nanoinzynieria

Liczba punktéw ECTS z przedmiotow 34
obowigzkowych

Liczba punktow ECTS z przedmiotow 22
wybieralnych

Laczna liczba punktow ECTS 56

2.9. Minimalna liczba punktéw ECTS , ktorg student musi uzyskaé, realizujac bloki ksztalcenia oferowane na zajeciach
ogolnouczelnianych lub na innym kierunku studiow (wpisa¢ sume punktow ECTS kursow/grup kurséw oznaczonych kodem O)

8 punktéow ECTS

2.10. Egczna liczba punktéw ECTS, ktorg student moze uzyskaé, realizujgc bloki wybieralne (min. 30 % calkowitej liczby punktow
ECTS)

specjalno$é Fotonika: 38 punktow ECTS
specjalnosé Nanoinzynieria: 38 punktow ECTS



3. Opis procesu prowadzgcego do uzyskania efektéw uczenia si¢

Opis procesu prowadzacego do uzyskania efektow uczenia si¢ zawarty jest w opisie programu studiéw oraz w planie studiow, a jego szczegoly
okreslone sg w kartach przedmiotu dokumentujacych sposéb uzyskania oraz weryfikacji poszczeg6lnych efektéw uczenia sie.




4. Lista blokéw zaje¢:

4.1.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych

4.1.2.1 Blok Fizyka
o Tygodniowa Liczba Liczba al Kurs/grupa kurséw
i i Symbol i Forma po-
Lp kursu/ Nazwa kursw/grupy kurséw (grupg kurséw liczba godzin efektu godzin pkt. BOTS kursw/ s6b° pr -

“ | grupy oznaczy¢ symbolem GK) uczenia sig zaje¢ | gupy | zali- [ O8O0 | ke
kurséw wilé|lfp]s ZZU | CNPS | fgczna BJKQ:: kursow | czenia “°z°'; cp,:fty. rodzai® | typ’

niany cznym®
1 FZP3090 | Termodynamika i fizyka statystyczna 2 K2FTE_WOl 30 90 3 1,5 T Z PD Ob

Razem 2 30 90 3 1,5

Razem dla blokéw z zakresu nauk podstawowych:

Laczna liczba godzin leczz;a l'?:’?’n: !;?cc’z:: Ufzmcfspx!;ow
& godzin godzin punktow BK! Y
ZZU CNPS ECTS
W ¢ 1 p
2 0 0 0 0 30 90 3 1,5

'BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw

Tradycyjna— T, zdalna— Z
3Egzamin - E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)

“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

6 KO - ksztalcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
7 W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.1.3 Lista blokéw kierunkowych
4.1.3.1 Blok Przedmioty obowigzkowe kierunkowe

o Tygodniowa Liczba Liczba 2| s Kurs/grupa kurséw
Lp. kursw/ | Nazwa kursu/grugy kuﬁﬁw (g(l;'ul?t; kurséw _[—ICZba godzin i’;.::‘btﬁ' - Ktda pht BCTS i?:"r::/ sop;} otine: =
kgrurl;g)‘!v oznaczy¢ symbolem GK) wle|t]p]|s| vezeniasic | 7705 | cnps | taczna ;all(?l" ki':;?\'v c::lr:-ia u.czcl; i:‘:ka':' rodzs® | typ’
niany cznym®
1 FTP2908 | Optyka nieliniowa 2 S2NIN_W08 30 60 2 1,2 T Z K Ob
2 FTP2908 | Optyka nicliniowa 1 S2NIN_U09 15 30 1 0,6 T z P K Ob
3 FTP2991 | Optyka kwantowa 2 S2NIN_W08 30 90 3 1,5 T E K Ob
4 FTP2921 | Ciekle krysztaly i polimery 2 S2NIN_W1$ 30 60 2 1,2 T Z K Ob
S FZP7371 | Materialy porowate i szkla 2 K2FTE_WO01 30 90 3 1,5 T Z K Ob
6 FZP3059 | Wybrane zagadnienia fizyki wspélczesnej 1| s2NIN_wi3 15 90 3 2,2 T Z P K Ob
7 FTP2910 | Seminarium dyplomowe — 1 2 | K2FTE_U04 30 60 2 1,6 T Z P K Ob
8 FTP2994 | Seminarium dyplomowe —2 2 | K2FTE_UOI 30 240 8 5,5 T Z P K Ob
9 FTP2987 | Praca dyplomowa— 1 2 K2FTE_U08 30 120 4 3 T Z P K Ob
10 FTP2995 | Praca dyplomowa -2 2 K2FTE_U07 30 480 16 8,0 T Z P K Ob
Razem 8§ |oj1]4]5 270 1320 44 26,3

Razem (dla blokéw kierunkowych):
Loczna | Laczna | Laczna | .00 oinkisw
Laczna liczba godzin Imb.a I“:Zb.a liczba ECTS zajgé
godzin godzin punktow BK!
ZZU CNPS ECTS
w [ 1 P s
8 1 4 270 1320 44 26,3

'BK — liczba punktoéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
*Tradycyjna— T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé forme kursu koricowego (w, ¢, 1, s, p)

“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O

*Kurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczb¢ punktéw ECTS dla kursoéw o charakterze praktycznym

SKO - ksztalcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.2 Lista blokéw wybieralnych
4.2.1 Lista blokéw ksztalcenia ogoélnego

4.2.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (min. 5 pkt ECTS):

- Tygodniowa Liczba Liczba il Kurs/grupa kurs6w
i 1 i Forma po-
- ks N ke ko e ke liczba godzin seyf::::l godzin pkt. ECTS Some g (< - =
) ru oznaczy¢ symbolem GK) e ie¢ | grupy | zali- | 080INO- | ekt
kgu rsg)\,v sym! wlel|1]|p]|s| vezeniasic | zzy | onps | tgezna ;a::, kurséw | czenia uf:zel; cp ::'y; rodzaf®
niany cznym
1 PSP105618 Przedmiot humanistyczny 1 K2FTE_W04 15 60 2 1 T y4 O KO
2 PSP105575 Przedmioty spoleczne 2 K2FTE_WO05 30 90 2 T Z O KO
Razem 3 45 150 5 3
4.2.1.2 Blok Jezyki obce (min. 3 pkt ECTS):
x Tygodniowa Liczba Liczba sl % Kurs/grupa kurséw
3 H Symbol : Forma po-
Lp kursu/ Nazwa kursw/grupy kurséw (grupe kurséw liczba godzin efektu godzin pkt. ECTS Kkursw/ s6b’ ™ S
“ | grupy oznaczyé symbolem GK) uczenia zaje¢ | grupy | zali- | OBONOT ,
kursow wilé|l|p]s sig Zzu CNPS | laczna BK! kursow | czenia :::;; prakly; rodzaj®
} cznym
1 JZL100709 | Jezyk obey (B2+) 1 K2FTE_U0S 15 30 1 1 T Z O P KO W
2 | JZL100710 | Jezyk obcy (Al lub A2) 3 K2FTE_UOS | 45 60 2 12 T Z 0 P KO W
Razem 4 60 90 3 22
Razem dla blokéw ksztalcenia og6lnego:
Laczna liczba godzin ll?;czzl:‘: ﬁizb? ll‘zczz‘;a Li‘ém:!(?w
g godzin godzin punktow BK! e
ZZU CNPS ECTS
w [ 1 p s
3 4 0 0 0 105 240 8 52

'BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw
*Tradycyjna— T, zdalna — Z

3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ formg kursu konicowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczb¢ punktéw ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
KO - ksztalcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

7W - wybieralny, Ob —obowiazkowy



.2.4 Lista blokéw specjalnos$ciowych

4.2.4.1 Blok Przedmioty specjalnosciowe (Fotonika) (min. 35 pkt ECTS):

o Tygodniowa Liczba Liczba il .4 T —
» bt | Fomwabopmliropy urs?w (g(r;um Kurséw liczba godzin se);yenktzzl godzin pkt. ECTS ‘;‘L’::/ sép;3 e h
kgurrl;';"'y EIR e ) wle| 1 |p|s| uemas® | zzu | CNPS | faczna Z;:ff e ci?r:la uarel c,,':'k'.k; rodzaj® | typ’
niany cznym®

1 FTP2989 | Elementy systemow fotonicznych 2 S2FOT_W13 30 90 3 2 T E S W
2 FTP2903 | Materialy i struktury laserujace 2 S2FOT_W15 30 60 2 1 T Z S w
3 ETP2946 | Systemy telekomunikacyjne 2 S2FOT_W12 30 60 2 1 T Z S W
4 ETP2921 | Mikroprocesory 2 S2FOT_W12 30 60 2 1 T Z S W
5 ETP2921 | Mikroprocesory 2 K2FTE_U08 30 60 2 1,5 T Z P S W
6 FZP3049 | Metody numeryczne w fizyce 1 S2FOT_WI8 15 60 2 1,2 T Z S W
7 FZP3049 | Metody numeryczne w fizyce 1 K2FTE_U03 15 60 2 1,2 T Z P S w
8 FZP3049 | Metody numeryczne w fizyce 2 K2FTE_U06 30 60 2 12 T Z P S W
9 FTP2990 | Fotometria i kolorymetria (GK) 2 1 S2FOT_W17 45 120 4 2 T E P(1) S w
10 FZP2925 | Sieci $wiattowodowe 2 S2FOT_W13 30 60 2 1,5 T Z S A\
11 FZP3054 | Sieci $wiatlowodowe 2 S2FOT_U10 30 90 3 1,5 T Z P S w
12 FTP2904 | Teoria odwzorowania optycznego 2 S2FOT_W10 30 60 2 1,5 T Z S W
13 FTP2992 | Materialy optoelektroniczne i fotoniczne 2 S2FOT_W17 30 90 3 1,5 T Z S w
14 FTP2920 | Metody numeryczne w optyce (GK) 1 2 S2FOT_W18 45 120 4 2 T Z P(2) S W

Razem 18 [1] 9 [0]0 420 1050 35 20,1

Razem dla blokéw specjalnosciowych (Fotonika):
L.qcm kaczoa tacem Liczba punktow
Laczna liczba godzin ||czb.a hczbg Nexha ECTS zajg¢
godzin godzin punktow BK!
Z7ZU CNPS ECTS
w ¢ | P s
18 1 9 0 0 420 1050 35 20,1
'BK ~ liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw 10

*Tradycyjna— T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)

“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczb¢ punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

SKO - ksztalcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
"W - wybieralny, Ob —obowigzkowy




4.2.4.1 Blok Przedmioty specjalnosciowe (NanoinZynieria) (min. 35 pkt ECTS):

5l Tygodniowa Liczba Liczba ] % Kurs/grupa kursow
O H i i Forma po-
Lp kursw/ | Nazwa kursw/grupy kurséw (grupg kursow liczba godzin Se’;.:::::' godzin pelen kursw/ | sob’ T S
* | grupy oznaczy¢ symbolem GK) P zajeé | 8rupy zali- | O8OINO- |y areke )
kurséw w 1 uczemasie | zzu | CNPS | lgczna BK! | kursow | czenia "Ful; prakty- rodzaj® typ’
niany canym®
| FZP3050 | Zaawansowane metody spektroskopii optycznej 2 S2NIN_W13 30 60 2 1,2 T E S w
2 FZP3061 | Zaawansowane metody spektroskopii optycznej K2FTE_UO! 45 120 4 2 T Z P S W
Zaawansowana fizyka ciala statego i
3 FZP3062 niaskoptsis 3 S2NIN_W10 45 120 4 1,2 T Z S w
4 CHP2902 | Elementy chemii kwantowej 1 S2NIN_W08 15 30 1 1 T Z S w
5 CHP2902 | Elementy chemii kwantowej 1 K2FTE_U08 15 30 1 1 T Z P S W
6 | Fzpsosy | Wybrane zagadnienia fizyki struktur 2 sonnwiz | 30 | 60 2 12 T E s w
niskowymiarowych
7 | rzpiosz | Wybrane zagadaienia fizyki struktur keFrevos | 15 | 30 I 06 T z P S W
niskowymiarowych
8 FZP3063 | Termodynamika i otrzymywanie nanomaterialow 1 S2NIN_WI2 15 30 1 1 T Z S W
9 FZP3063 | Termodynamika i otrzymywanie nanomaterialow S2NIN_Ul1 30 60 2 1,2 T Z P S W
10 INP3007 | Obliczenia numeryczne w nanoinzynierii 1 K2FTE_WO06 15 30 1 1 T Z S W
11 INP3007 | Obliczenia numeryczne w nanoinzynierii 2 K2FTE_U0S 30 60 2 12 T Z P S w
12 FZP3055 | Fizyka powierzchni 2 S2NIN_W09 30 60 2 1,5 T Z S W
13 FZP3056 | Funkcjonalizacja nanomaterialow K2FTE_U03 30 60 2 12 T Z P S W
14; | Fzeasy | Badema wiadoinogol strakturaluych 1 snnwiz | 15 | 30 I 1 T z N w
nanomaterialow
Badania wiasciwosci strukturalnych
15 | FZP3057 A A 2 S2NIN_UII 30 60 2 1,2 T Z P S w
16 | FZP3060 | Nowe metody eksperymentalne w nanoinzynierii 2 S2NIN_W14 30 30 1 1 T Z S w
17 INP3004 | Komputerowe wspomaganie eksperymentu-2 K2FTE_U08 30 90 3 1,5 T Z P S W
18 INP3005 | Symulacje Monte Carlo 1 K2FTE_U06 15 30 1 1 T. Z P S W
19 | INP3006 | Obliczenia ab initio 1 K2FTE_U06 15 30 1 1 T Z P S W
20 FITP2997 | Modelowanie ukladow skorelowanych 1 K2FTE_U06 15 30 1 1 9% Z S W
Razem 16 7 495 1050 35 23
'BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢é wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw 11

*Tradycyjna— T, zdalna— Z
*Egzamin - E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ formg kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O
*Kurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

SKO - ksztalcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

"W - wybieralny, Ob —obowiazkowy



Razem dla blokéw specjalnosciowych (NanoinZynieria):
Laczna Laczna Laczna Liczba punktow

. . liczba liczba licz oy
Eycaie liaha gtz godzin godzin punk?:w EC’I;,SKZ,aNc
ZZU CNPS ECTS
w ¢ | P s
16 1 7 9 0 495 1050 35 23

'BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

*Tradycyjna— T, zdalna — Z
3Egzamin — E, zaliczenic na oceng — Z. W grupic kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, ¢, 1. s, p)

“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczb¢ punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

°KO - ksztalcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kicrunkowy, S — specjalnosciowy
"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy




4.3 Blok praktyk ( uchwala Rady Wydzialu (dla programéw uchwalanych do 30.09.2019 / rekomendacja komisji programowe;j
kierunku (dla programoéw uchwalanych po 30.09.2019) * nt. zasad zaliczania praktyki —zal. nr ...)

Program studiow nie przewiduje praktyk

4.4 Blok ,,praca dyplomowa”

Typ pracy dyplomowej ] magisterska*
Liczba semestréow pracy dyplomowej Liczba punktow ECTS Kod
2 20

Charakter pracy dyplomowej

Projekt, program komEuterowx, praca eksgzmentalna z analig danxch; literaturowa

Liczba punktéw ECTS
BK' 11

'BK ~liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
*Tradycyjna— T, zdalna— Z

*Egzamin - E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie formg kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw OgéInouczelniany — O

SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczb¢ punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO — ksztalcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

7 W — wybieralny, Ob — obowiazkowy



5 Sposoby weryfikacji zakladanych efektow uczenia si¢

Typ zajeé Sposoby weryfikacji zakladanych efektow uczenia sie

wyktad egzamin, kolokwium

¢wiczenia kartkowki, test, kolokwium

laboratorium wejscidwka, ocena aktywnosci na zajeciach, sprawozdanie z
laboratorium

projekt obrona projektu

seminarium udzial w dyskusji, prezentacja tematu, esej

praca dyplomowa przygotowana praca dyplomowa

6. Zakres egzaminu dyplomowego

Nanoinzynieria:

1. Gaz Fermiego. Gaz Bosego. Kondensacja Bosego-Einsteina.

2. Dualizm korpuskularno-falowy.

3. Podstawowe metody obliczania struktury pasmowej cial stalych.

4. Metody eksperymentalne fizyki ciata stalego. Mikroskopia elektronowa. Mikroskopia sit atomowych. Mikroskop skaningowy tunelowy.

Metody rozpraszania quasielastycznego i nieelastyczne.

Drgania sieci krystalicznej. Fonony akustyczne i optyczne.

Odzialywanie $wiatla z materig, absorpcja, rozpraszanie, wzmocnienie.

Wiasnosci optyczne potprzewodnikow i struktur niskowymiarowych: absorpcja, emisja, efekty ekscytonowe, polarytony.

Ve Naw

Spektroskopia Fourierowska w podczerwieni.
10 Metody otrzymywania struktur niskowymiarowych.
11. Nanokrysztaly i nanoczastki: (a) otrzymywanie; (b) wiasciwosci; (c¢) zastosowania.

'BK — liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
*Tradycyjna— T, zdalna — Z

*Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisaé form¢ kursu koricowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O

*Kurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczb¢ punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
KO - ksztalcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy

Wplyw pola elektrycznego i magnetycznego na wiasnosci optyczne i ekscytonowe w potprzewodnikach i w strukturach niskowymiarowych.
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12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Przyrzady potprzewodnikowe i zastosowania struktur niskowymiarowych: ztgcze p-n, zlacze tunelowe, lasery pétprzewodnikowe,
tranzystor polowy, Zrédta pojedynczych fotondw.

Lasery — zasada dziatania, rodzaje, wlasnosci promieniowania laserowego.

Metody detekc;ji i detektory promieniowania elektromagnetycznego.

Zjawisko interferencji $wiatla i jego zastosowania w metrologii.

Polaryzacja $wiatla, propagacja $wiatta w osrodkach anizotropowych.

Zjawisko dyfrakcji i jego zastosowania.

Falowody optyczne, ich wlasciwosci i zastosowania.

Fotonika:

Gaz Fermiego. Gaz Bosego. Kondensacja Bosego-Einsteina.

2. Dualizm korpuskularno-falowy.

3. Metody eksperymentalne fizyki ciata statlego. Mikroskopia elektronowa. Mikroskopia sit atomowych. Mikroskop skaningowy tunelowy.
Metody rozpraszania quasielastycznego i nieelastyczne.

4. Drgania sieci krystalicznej. Fonony akustyczne i optyczne.

5. Odziatywanie $wiatta z materia, absorpcja, rozpraszanie, wzmocnienie.

6. Wilasnosci optyczne potprzewodnikéw i struktur niskowymiarowych: absorpcja, emisja, efekty ekscytonowe, polarytony.

7. Przyrzady potprzewodnikowe i zastosowania struktur niskowymiarowych: ztacze p-n, ztacze tunelowe, lasery pétprzewodnikowe,
tranzystor polowy, zZrodta pojedynczych fotonow.

8. Zjawisko interferencji $wiatla i jego zastosowania w metrologii.

9. Lasery — zasada dziatania, rodzaje, wlasnosci promieniowania laserowego.

10. Polaryzacja $wiatla, propagacja $wiatta w osrodkach anizotropowych.

11. Metody detekeji i detektory promieniowania elektromagnetycznego.

12. Rezonator Fabry-Perota i jego zastosowania.

13. Propagacja $wiatta w osrodkach anizotropowych.

14. Dwdjlomnosé wymuszona, efekt Kerra, Pockelsa, zjawisko fotosprezystosci, zastosowania.

15. Zjawisko dyfrakcji i jego znaczenie w optyce.

'BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 15

*Tradycyjna— T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu korficowego (w, ¢, I, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O

Kurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
KO - ksztalcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

"W - wybieralny, Ob — obowigzkowy



16.
17.
18.
19.
20.

78 Wymagania dotyczace terminu zaliczenia okreslonych kurséw/grup kurséow lub wszystkich kurséw w poszczegélnych blokach

Propagacja swiatta w falowodach optycznych.
Aberracje ukladow optycznych.

Zdolnos¢ rozdzielcza uktadow optycznych.
Czasowa i przestrzenna koherencja $wiatla.

Rodzaje $wiatlowoddéw i ich zastosowania, elementy sieci $wiattowodowych.

Lp. Kod Nazwa kursu/grupy kurséw lub wszystkich

Termin zaliczenia do...

kursu/grupy kursow w poszczegolnych blokach (numer semestru)
kursow
1 Blok Fizyka 3 semestr
2 Blok Przedmioty obowigzkowe 3 semestr
kierunkowe

IBK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
*Tradycyjna— T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogdlnouczelniany — O
Kurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
SKO - ksztatcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
"W - wybieralny, Ob — obowiazkowy
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3 Blok Przedmioty humanistyczno- 3 semestr
menedzerskie

-+ Blok Jezyki obce 3 semestr

5 Blok Przedmioty specjalnosciowe 3 semestr
(Fotonika)

6 Blok Przedmioty specjalnosciowe 3 semestr
(NanoinZynieria)

8. Plan studiéw (zalacznik nr 1)

Zaopiniowane przez wiasciwy organ uchwatodawczy samorzadu studenckie_m i

AD STU ')FNCKI

4. 42,279, Y MONIKA,LED)

Data Imig, nazwnsko i pOdplS przeds wiciela studentéw
A Y Y

Data Podpis Dziekana Prof

*niepotrzebne skresli¢

'BK — liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw
*Tradycyjna— T, zdalna - Z

3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kursow po literze E lub Z w nawiasie wpisa¢ forme kursu koncowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczb¢ punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
SKO - ksztatcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

"W - wybieralny, Ob —obowigzkowy
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Zal. nr 4 do ZW 13/2019
Zalgcznik nr .. do Programu studiow

PLAN STUDIOW

WYDZIAL: PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI
KIERUNEK STUDIOW: FIZYKA TECHNICZNA

POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia (magisterskie)
FORMA STUDIOW: stacjonarna / niestacjonarna *

PROFIL: ogélnoakademicki / praktyezay-*

SPECJALNOSC: FOTONIKA, NANOINZYNIERIA

JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: polski

85537/ 2016 2020 2
Uchwata Rady Wydziatu (dla programu studiéw uchwalanego do 30.09.2019) / Uchwata Senatu PWrnr ............... zdnia ..27.21.2Q(7

(dla programu studiow uchwalanego po 30.09.2019) *
Obowigzuje od 01.10.2019

*niepotrzebne skresli¢




1. Zestaw kurséw / grup kurséw obowigzkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

Semestr 1
Kursy/grupy kurséw obowigzkowe liczba punktéow ECTS 8
Tygodniowa Liczba Liczba Riii
Kod Do korsu/grupy: knesyw (Brope liczba godzin | Symbol godzin pkt. ECTS Mk
Lp kursu/ kursow efektu Forma s6b ™ =
. ru oznaczy¢ symbolem GK uczenia si¢ : k li- ogolno-
L e ) wle|t]p]s 220 | ONPs | taemma | IS [T | o | wezel | SN | rogza® |
niany“ cznym’
1 FTP2908 Optyka nieliniowa 2 S2NIN_W08 30 60 2 1,2 T Z K Ob
2 FTP2908 Optyka nieliniowa 1 S2NIN_U09 15 30 1 0.6 T Z P K Ob
3 FZP3090 Termodynamika i fizyka statystyczna 2 K2FTE_Wol 30 90 3 1,5 T Z PD Ob
4 PSP105618 Przedmiot humanistyczny 1 K2FTE_W04 15 60 2 1 T Z 0 KO Ob
Razem 5 1 90 240 8 4,3
Kursy/grupy kurséw wybieralne (FOTONIKA, NANOINZYNIERIA) (minimum 15 godzin w semestrze, 1 punktéw ECTS)
¥ Tygodniowa Liczba Liczba 2 Kurs/grupa kursow
kljrs " Nazwa kursw/grupy kurséw (grupe liczba godzin i’;.emk‘:ﬁ' godzin pkt. ECTS rk‘:':s“:/ i":; p
Lp. kursow s . 2o | osdina: o
T uczenia si¢ li- goino
kgurs?\,v oznaczy¢ symbolem GK) wiléelt]p]s ZZU | CNPS | laczna z;ff kgur;f,)‘;, c?v:rlia UCZC‘; ;l::?;t rodzaj® typ’
niany cznym®
1 | JZL100709 Jezyk obey (B2+) 1 K2ETE s 15 30 1 1 T z 0 P KO W
Razem 1 15 30 1 1
'BK -liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 2

*Tradycyjna— T, zdalna— Z

*Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé w nawiasie forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztalcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

7 W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Kursy/grupy kurséw wybieralne (FOTONIKA) (minimum 225 godzin w semestrze, 21 punktéw ECTS)

T Tygodniowa Liczba Liczba i | Kurs/grupa kurs6w
4] « . Symbol . Forma po-
Lp kursu/ Nazwa kursw/grupy kurséw (grupg kursow liczba godzm efektu godzin pkt ECTS kursu/ s6b° ol P
- grupy oznaczy¢ symbolem GK) uczenia si¢ zajeé | grupy zali- | OBOINO- | ekt
kisow wléelt]|p]|s zzU | CNPS | dgezna | ol | kursow | czenia | U6Zh | iy | rodza® | typ
niany cznym®
1 FTP2989 Elementy systemoéw fotonicznych 2 S2FOT_W13 30 90 3 2 T E S W
2 FTP2903 Materialy i struktury laserujace 2 S2FOT W15 30 60 2 T 7 S W
3 ETP2946 Systemy telekomunikacyjne 2 S2FOT_W12 30 60 2 1 T Z S W
4 ETP2921 Mikroprocesory 2 S2FOT_W12 30 60 2 1 T Z S W
S ETP2921 Mikroprocesory 2 K2FTE_UO08 30 60 2 1,5 T Z P S W
6 FZP3049 Metody numeryczne w fizyce 1 S2FOT_WI18 15 60 2 1,2 T 74 S W
7 FZP3049 Metody numeryczne w fizyce 1 K2FTE_U03 15 60 2 1,2 T Z P S W
8 FZP3049 Metody numeryczne w fizyce 2 K2FTE_U06 30 60 2 1,2 T Z P S W
9 FTP2990 Fotometria i kalorymetria (GK) 2 1 S2FOT_W17 45 120 4 2 T E P S W
Razem 11.] 115 255 630 21 12,1
Razem w semestrze (FOTONIKA):
Laczna Laczna Laczna .
E—— liczba | liezba | liczba | LicZba punkibw
8 godzin godzin punktow BK' ve
ZZU CNPS ECTS
w ¢ 1 p s
16 2 6 360 900 30 17,4
'BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zajg¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 3

*Tradycyjna— T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé w nawiasie forme¢ kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczb¢ punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztalcenia og6lnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

7 W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Kursy/grupy kurséw wybieralne (NANOINZYNIERIA) (minimum 285 godzin w semestrze, 21 punktéw ECTS)

i Tygodniowa Liczba Liczba 2| s Kurs/grupa kursow
0 H s Symbol 4 Forma po-
Lp. | kusw | Nazwakursuegrupy kursow (grups kursow liczba godzin | "l godzin pkt. ECTS | mev | asp? = .
d grupy oznaczy¢ symbolem GK) uczenia si¢ zajg¢ | grupy zali- | OBOMO" | orake :
kursow wlelt]p ZzU | CNPS | faezna | oot | kursow | czenia | YR | priy. | rodzal® | typ’
niany cznym®
1 FZP3050 Zaawansowane metody spektroskopii optycznej 2 S2NIN_W13 30 60 2 1.2 T E S W
2 FZP3061 Zaawansowane metody spektroskopii optycznej 3 K2FTE_UO1 45 120 4 2 T Z p S W
3 FZP3062 Zaawansowana fizyka ciala stalego i 3 SININWI0 45 120 4 12 T 7z s w
magnetooptyka
4 CHP2092 Elementy chemii kwantowej 1 S2NIN_WO08 15 30 1 1 T Z S w
S CHP2902 Elementy chemii kwantowej 1 K2FTE_U08 15 30 1 1 T Z P S W
6 | Fzpsosz | Wybrane zagadnicnia fizyki struktur 2 soawwiz | 30 | 60 2 12 T E s W
niskowymiarowych
7 | pzp3osy | Wybrane zagadnienia fizyki strukiur 1 K2FTEU0s | 15 30 1 06 T z P N W
niskowymiarowych
8 FZP3063 Termodynamika i otrzymywanie nanomaterialow 1 S2NIN_W12 15 30 1 1 T Z S W
9 FZP3063 Termodynamika i otrzymywanie nanomaterialéw 2 S2NIN_U11 30 60 2 12 T Z P S w
INP3007 Obliczenia numeryczne w nanoinzynierii 1 K2FTE_W06 15 30 1 1 T Z S w
INP3007 Obliczenia numeryczne w nanoinzynierii 2 K2FTE_U08 30 60 2 12 T Z P S W
Razem 10 |1 3]5 285 630 21 12,6 S W
Razem w semestrze (NANOINZYNIERIA):
Lgczna Lgczna Lgczna Liczba punktow
Lqczna liczba godzin liczba liczba liczba ECTS zajoé
godzin godzin punktow BK'
77U CNPS ECTS
w ¢ ! p S
15 2 4 5 390 900 30 17,9
'BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 4

Tradycyjna— T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kursow po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu konicowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisaé liczb¢ punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

6 KO - ksztalcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

7 W — wybieralny, Ob — obowiazkowy




Semestr 2

Kursy/grupy kurséw obowigzkowe liczba punktéw ECTS 14

#a Tygodniowa Liczba Liczba il & Kurs/grope kursow
i i Symbol i Forma po-
Lp kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw liczba godzin efektu godzin pkt. ECTS kursu/ séb’ = =
5 grupy oznaczy¢ symbolem GK) uczenia si¢ Zated grupy zali- ogolno- Baiki
kursoéw wile|l|p]|s ZZU | CNPS | laczna BE' kurséw | czenia uf:zel; ;.-.hyt rodzaj® typ’
niany cznym®
1 FTP2991 | Optyka kwantowa 2 sINN_wos [ 30 90 3 15 T E K Ob
2 FTP2921 Ciekle krysztaly i polimery 2 S2NIN_ W15 30 60 2 12 'E Z K Ob
3 FZP7371 Materialy porowate i szkla 2 K2FTE_WO01 30 90 3 1,5 T Z K Ob
4 FTP2910 Seminarium dyplomowe - 1 2 | K2FTE_U04 30 60 2 16 'E Z K Ob
5 FTP2987 Praca dyplomowa - 1 2 K2FTE_U08 30 120 4 3 T Z K Ob
Razem 6 2:]:2 150 420 14 8,8
Kursy/grupy kurséw wybieralne (FOTONIKA, NANOINZYNIERIA) (minimum 45 godzin w semestrze, 2 punktéw ECTS)
- Tygodniowa Liczba Liczba i Kualgnupa kurstw
0 s 2 3 Forma po-
Lp kursu/ Nazwa kursuw/grupy kurséw (grupg kursow liczba godzin Se’;.:::gl godzin pkt BCTS kursw/ sob°® a P
2 grupy oznaczy¢ symbolem GK) FEEY zaj grupy zali- | OBOINO- | ke
Kursow wlé|1|p]|s | Uczenasik | 72720 | CNPS | laczna B:(Qlc kursow | czenia uczel; cpm;:,yl. rodzaj® typ’
niany cznym®
1 JZL100710 | Jezyk obey (Al lub A2) 4 K2FTE_U0S 45 60 2 1,2 T Z O P KO W
Razem 4 45 60 2 12
'BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
5

*Tradycyjna— T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie formeg kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczb¢ punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztalcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

7 W — wybieralny, Ob — obowiazkowy




Kursy/grupy kurséw wybieralne (FOTONIKA) (minimum 120

odzin w semestrze, 10 punktow ECTS)

% 3 Tygodniowa Liczba Liczba - e Kurs/grupa kurséw
O i 3 5 Forma po-
ki kursu/ Nazwa kurswgrupy kurséw (grupe kursow liczba godzin seyfm(bt:' godzin pkt ECTS kursu/ | s6b® = -
? grupy oznaczy¢ symbolem GK) Ay zaje¢ | grupy zali- | 9890 | arekt )
kurséw wlée|1]p]|s| U¥mase | zzu [ CNPS | lgczna B:(] kursow | czenia ucul; prakty- rodzaj® typ’
niany cznym

1 FZP2925 Sieci $wiattowodowe 2 S2FOT_W13 30 60 2 1,5 T Z S A

2 FZP3054 Sieci $wiattowodowe 2 S2FOT_U10 30 90 3 1,5 T Z P S W

3 FZP2904 Teoria odwzorowania optycznego 2 S2FOT_W10 30 60 2 1.5 T Z S i

4 FTP2992 Materialy optoelektroniczne i fotoniczne 2 S2FOT_W17 30 90 3 1,5 T Z S w

5 FTP2920 Metody numeryczne w optyce (GK) 1 2 S2FOT_WI8 45 120 4 2 T Z P(2) S w

Razem 7 4 165 420 14 8
Razem w semestrze (FOTONIKA):
L_qczna Lf;czna L§czna Liczba punktow
Laczna liczba godzin Neha | clezha || licte ECTS zajeé
godzin godzin punktow BK! i
ZZU CNPS ECTS
w 1 S
13 3 4 2 2 360 900 30 18

'BK ~liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zajg¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 6

*Tradycyjna— T, zdalna— Z
3Egzamin - E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogoélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbe punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
5 KO - ksztalcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
7W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




Kursy/grupy kurséw wybieralne (NANOINZYNIERIA) (minimum 210 godzin w semestrze, 14 punktéw ECTS)

w5 Tygodniowa Liczba Liczba 1 Kurs/grupa kurséw
0 H 5 g : Forma po-
Lp kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw liczba godzin Sg;.:::ﬁ' pdzin pRb S kursw | sob’ 7 p
: grupy oznaczy¢ symbolem GK) P zaje¢ | srupy zali- | 9BOINO" | vkt
kurséw wl e[l fpfs]| WNASE ) 220 | CNPS | faczna | Ut | kursow | czenia | UCZeh | iy | rodzai® | typ
niany cznym’
1 FZP3055 Fizyka powierzchni 2 S2NIN_W09 30 60 2 1,5 T Z S w
2 FZP3056 Funkcjonalizacja nanomaterialow 2 K2FTE_U03 30 60 2 12 T YA P S W
FZP3057 Badania w!asclwoéa strukturalnych 1 SININ. W12 15 30 1 1 T 7 S W
nanomaterialow
4. |Gzshsy | Badeia wislctwolcl sdumalinych 2 sanvun | 30 | 60 2 12 T z P s w
nanomaterialow

5 FZP3060 Nowe metody eksperymentalne w nanoinzynierii 2 S2NIN_W14 30 60 1 1 T Z S W

6 INP3004 Komputerowe wspomaganie eksperymentu — 2 2 K2FTE_U08 30 90 3 1,5 T YA P S W

7 INP3005 Symulacje Monte Carlo 1 K2FTE_U06 15 30 1 1 T Z P S W

8 INP3006 Obliczenia ab initio 1 K2FTE_U06 15 30 1 1 T Z P S W

9 FTP2997 Modelowanie ukiadow skorelowanych | K2FTE_U06 15 30 1 1 T Z S A\

Razem 210 420 14 10,4
Razem w semestrze (NANOINZYNIERIA):
[T T e T vt
Laczna liczba godzin godzin godzin punktéw ECEKZ,ajeé
ZZU CNPS ECTS
w 1 p S
12 3 4 6 2 405 900 30 20,4

'BK -liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow 7

*Tradycyjna— T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme¢ kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kursow Ogolnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczb¢ punktéw ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6 KO - ksztalcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
7 W — wybieralny, Ob — obowiazkowy




Semestr 3

Kursy/grupy kurséw obowigzkowe liczba punktow ECTS 30
yod Tygodniowa Liczba Liczba il us Kurs/grupa kursw
0 3 H : Forma po-
- i I — liczba godzin seyfmf godzin pkt. ECTS o | g . .
d grupy oznaczy¢ symbolem GK) i zajeé | grupy zali- | 080INO- | ekt ;
kursow wlée|1[p|s]| M€ | zzu | CNPS | tgczna B! | kursow | czenia u?ul; prakty- rodzaj® typ’
niany cmymi
1 FZP3095 Wybrane zagadnienia fizyki wspélczesnej 1| s2niN_wi3 15 90 3 2,2 T A P K Ob
2 PSP105575 | Przedmioty spoteczne 2 K2FTE_WO05 30 90 3 2 T Z (0] KO Ob
3 FTP2994 Seminarium dyplomowe — 2 2 | K2FTE_uol 30 240 8 55 T Z P K Ob
4 FTP2995 Praca dyplomowa - 2 2 K2FTE_U07 30 480 16 8.0 T b A P K Ob
Razem 2 213 105 900 30 17,7
Razem w semestrze:
: y l‘,izzczz;r 'i?ccz?: ll?cczzl?aa Liczba pun}(téw
Laczna liczba godzin godzin godzin punktbw EC'I’:Kz'ajgé
ZZU CNPS ECTS
w |
2 0 0 2 3 105 900 30 17,7
'BK liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentéw 8

*Tradycyjna— T, zdalna— Z
3Egzamin - E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koricowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbg punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztalcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
7 W — wybieralny, Ob — obowiazkowy




2. Zestaw egzaminéw w ukladzie semestralnym

FOTONIKA:
Kod Nazwy kurséw/ grup kurséw konczacych si¢ egzaminem Semestr
Kursu/grupy
kurséw
FTP2989 | Elementy systemow fotonicznych 1
FTP2990 Fotometria i kalorymetria (GK)
FTP2991 Optyka kwantowa 2
Egzamin dyplomowy 3
NANOINZYNIERIA:
Kod Nazwy kursoéw/ grup kurséw konczacych si¢ egzaminem Semestr
kursu/grupy
kursow
FZP3050 | Zaawansowane metody spektroskopii optycznej 1
FZP3052 Wybrane zagadnienia fizyki struktur niskowymiarowych
FTP2991 Optyka kwantowa 2
Egzamin dyplomowy 3

'BK ~liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
*Tradycyjna— T, zdalna— Z

3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kursow po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koricowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O

*Kurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbe punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztalcenia ogélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

7 W — wybieralny, Ob — obowigzkowy




3, Liczby dopuszczalnego deficytu punktow ECTS po poszczegolnych semestrach

FOTONIKA, NANOINZYNIERIA:

Semestr Dopuszczalny
deficyt punktéw ECTS
po semestrze
1 10
2 8

BK ~liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
Tradycyjna— T, zdalna— Z

*Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie form¢ kursu koficowego (w, ¢, 1, s, p)
“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O

SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczb¢ punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6 KO - ksztalcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

7W — wybieralny, Ob - obowigzkowy



Opinia wlasciwego organu Samorzadu Studenckiego
~ SAMORZAD STURENCKI
Na.AQ.cnd, MO .. L Wpiat PodstefyowyehRrstlemow Technikl

Data Imig, nazwisko i podpis przedstawiciela studentéw

lwwews L . Y

[
Data Podpis Dziekana

BK -liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow

Tradycyjna— T, zdalna— Z
3Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisaé¢ w nawiasie formg kursu koricowego (w, ¢, 1, s, p)

“Kurs/ grupa kurséw Ogélnouczelniany — O
SKurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczb¢ punktéw ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

6 KO - ksztalcenia ogéInego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
7 W — wybieralny, Ob — obowigzkowy
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